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@Resumen:

Se proporciona un material conductor compuesto
excelente en conductividad. El material conductor
compuesto comprende al menos tino-grafeno
exfoliado de un material de carbono a base de grafito
y un material conductor dispersado en un material de
base. El material de carbono basado en grafito se
caracteriza por tener una capa de grafito romboédrico
(3R) y una capa de grafito hexagonal (2H), en la que
una tasa (3R) entre la capa de grafito romboédrico
(3R) y la capa de grafito hexagonal (2H), basado en
un método de difraccion de rayos X, que se define en
la siguiente Ecuacion 1, es del 31% o mas:

Tasa (3R) = P3/(P3 + P4) x 100 Ecuacion 1

en la que

P3 es un pico de intensidad de un plano (101) de la
capa de grafito romboédrico (3R) en base al método
de difraccion de rayos X, y

P4 es un pico de intensidad de un plano (101) de la
capa de grafito hexagonal (2H) en base al método de
difraccién de rayos X.
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Declaraciéon

Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986)

Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986)

Reivindicaciones
Reivindicaciones

Reivindicaciones
Reivindicaciones

Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicacion industrial
examen formal y técnico de la solicitud (Articulo 31.2 Ley 11/1986).

Base de la Opinién.-

1-17

1-17

SI
NO

SI
NO

. Este requisito fue evaluado durante la fase de

La presente opinion se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica.
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OPINION ESCRITA

N° de solicitud: 201790003

1. Documentos considerados.-

A continuacién se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideraciéon para la
realizacién de esta opinion.

Documento Numero Publicacién o Identificacion Fecha Publicacion
D01 US 2011200888 Al (OZAKI YOSHIYUKI etal.) 18.08.2011
D02 US 2009135548 Al (YOSHIO MASAKI etal.) 28.05.2009

2. Declaracion motivada segun los articulos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecucién de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracién

- Novedad y actividad inventiva (Arts. 6.1y 8.1 LP 11/1986):

El documento D01 describe un material conductor compuesto, que comprende un material de base de carbono en forma de
grafito con una fase romboédrica y una fase hexagonal en el que la proporcién de la fase romboédrica con respecto a la fase
hexagonal calculada a partir de la formula: tasa romboédrica=[(3R)/((3R+(2H))x100] esta en el intervalo entre 21 y 35%
(parrafo [0017]). Las particulas de grafito son copos esféricos (parrafo [0014]), que comprenden una fase amorfa y otra
cristalina con capas hexagonales apiladas (grafeno) (parrafo [0012]). El tamafio medio de dichas particulas esta en el
intervalo de 23 a 19 micrometros (parrafo [0033]). El material conductor compuesto también comprende un material
conductor y un material de base (ejemplo 2). Este material conductor compuesto se utiliza para la fabricaciéon de un
electrodo negativo de una bateria (pagina 5).

Por lo tanto, a la vista de la informacion divulgada en el documento D01, se considera que el objeto de la invencién recogido
en la reivindicacion 1 carece de novedad y de actividad inventiva (Arts. 6.1y 8.1 LP 11/1986).

El documento D02 describe un material conductor compuesto, que comprende un material de base de carbono en forma de
grafito con una fase romboédrica y una fase hexagonal en el que la proporcién de la fase romboédrica con respecto a la fase
hexagonal calculada a partir de la férmula: tasa romboédrica=[(3R)/((3R+(2H))x100] es mayor del 31% (calculado a partir de
los datos presentados en la tabla 1). Las particulas de grafito exfoliado pueden ser esféricas o lineales (parrafo [0032]). El
tamafio de dichas particulas esta en el intervalo de 0,1 a 100 micrémetros (parrafo [0033]), y pueden tener una relacién de
aspecto de 5:1 e incluso 10:1 (parrafo [0035]). El material conductor compuesto también comprende un material conductor y
un material de base (ejemplos 2 a 10). Este material conductor compuesto se utiliza para la fabricaciéon de un electrodo
positivo de un condensador (pagina 6).

Por lo tanto, a la vista de la informacion divulgada en el documento D02, se considera que el objeto de la invencién recogido
en la reivindicacién 1 carece de novedad y de actividad inventiva (Arts. 6.1y 8.1 LP 11/1986).

Las caracteristicas técnicas adicionales del material conductor compuesto recogidas en las reivindicaciones 2 a 8, 12 y 13,
también carecen de novedad y de actividad inventiva a la vista de la informacién divulgada en los documentos D01 y D02,
tomados de forma independiente (Arts. 6.1y 8.1 LP 11/1986).

Siguiendo un razonamiento analogo, se considera que el dispositivo de la invencién, recogido en la reivindicaciéon 9, la
dispersion conductora, recogida en la reivindicaciéon 10, y el dispositivo conductor que la comprende, recogido en la
reivindicacion 11, y el método de fabricacion del material conductor compuesto, recogido en las reivindicaciones 14 a 17,
también carecen de novedad y de actividad inventiva a la vista de la informacién divulgada en los documentos D01 y D02,
tomados de forma independiente (Arts. 6.1y 8.1 LP 11/1986).

En conclusién, se considera que el objeto de la invencion, recogido en las reivindicaciones 1 a 17, no cumple los requisitos
de patentabilidad (Art. 4.1 LP 11/1986).
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